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Statischer Schreib-/Les mit reiem Z T_ (SRAM) 

= Speicherkapazität 4096 Bit 

- Organisation 1Kzx4Bit 
- Typspektrum U 2148 D 55 (Grundtyp) 

U 2148 D 70 (Anfalltyp) 

- Zugriffszeit max. 70 ns (für U 2148 D 70) 

max. 55 n8 (für U 2148 D 55) 

= Betriebsspannung ‘ +5V45% 
- gemeinsame (bidirektionale) Dateu.e:ln-l-ms&:.ae 
- Iri-8state -Ausgangsstufen 

- TTL-Kompatibilität für alle .l.n.uu.h1lissa 

- 18-poliges DIL-Gehäuse (Plastgehäuse) 

= Umgebungstemperatur 0 ... 70 °C 

= integrierte Schutzschaltungen an allen Eingängen 

- nSGT-Herstellungstechnologie
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Bild 1: Anochlußbelegung und Schaltzeichen 
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Bild 2: Blockschaltbild
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Funktionsbeschreibung 

Der U 2148 D besteht aus folgenden Teilschaltungen: 

= Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spalten (4096 Bit) 

- Adresseneingangsschaltung für 10 Adressen 

= Spaltendekoder 

- Zeilendekoder 

= bidirektionale Datenein-/-ausgabe und Zyklussteuerung 

- Treiber- und Empfängerschal tung 

Die Aktivierung des U 2148 D erfolgt mittels des C3-Signales (U3=LOW); im Ruhestand (CS=HIGH) er- 
folgt schaltkreisintern eine Reduzierung der Stromaufnahme auf oa. 30 % des Betriebsstromes. 

Der U 2148 D kann in folgenden Betriebsarten arbeiten: 

Schreibzyklus 

Lesezyklus. 

Die Betriebsart "Schreiben" ist durch 0S=WE=LOW gekennzeichnet; die an den Datenanschluß DQO bis 

DQ3 anliegenden Daten,werden gemäß Impulsdiagramm "Schreibzyklus”", in die adressierten Speicher- 

zellen eingeschrieben. 

Bei der Betriebsart "Lesen", gekennzeichnet durch CS=LOW und '!-!!IGH‚ liegen die Daten der durch 

den Adreßanschluß A0 bis A9 adressierten Speicherzellen der Matrix nach Ablauf der Zugriffszeit 

gültig an den Datenausgängen DQO bis DQ3 an. 

Funktion S WE DQO bis DQ3 

Ruhezustand H beliebig Ausgang hochohmig (Tri-state), Eingänge gesperrt 

Schreiben L L Ausgang hochohmig, Eingänge aktiv 

Lesen L H. Eingänge gesperrt, am Ausgang steht Inhalt der aus- 
gewählten Speicherzellen zur Verfügung 

Ze he_Daten 

Alle Spannungen sind auf Ug = 0 V bezogen 

Grenzwerte 

Kurzzeichen min. max,. Einheit 

Betriebsapannung Ucc o T 

Spannung an allen U, -1,5 7 
Anschlüssen » 
Verlustleistung l>v - 1,2 w 

Ausgangsdauerstrom IDS - 10 m 

Umgebungstemperatur v‘‚ o To % 

Lagertenperatur PE * =55 125 % 

Betriebsbedingungen 
Statische Bedingungen 

Kurzzeichen min. typ. MX Binheit 

Betriebsspannung Voc 4,75 5,0 5,25 v 

L-Eingangsaspannung un_ =1,0 0,05 0,8 

H-Eingangsspannung l:l11i 2,2 3,4 ® 5,5 Y 

Ün‘lhmptnpurntu ß’; o 25 70 %3



Dynemische Bedingungen 

Kurzzeichen U 2148 D 55 U 2148 D 70 Einheit 
min. . 

ÖS-Impulsdauer toLcH 55 70 ns 

Adressenzykluszeit %avax 55 70 ns 

Adressenvorhealtzeit *1m 0 o na 

Adreßhaltezeit 1mx 5 na 

WE-Impulsdauer TyLwE 40 50 n8 

WE-Impulsvorhaltezeit taLOH 40 50 ns 

WE-Impulshaltezeit toLwa 50 65 ns 

Datenvorhaltezeit *pvmw 20 25 ns 

Datenhaltezeit t.m o ° ns 

Ausgangsinformation tA.IQV 0 ° ns 
gültig nach Adreß- 
wechsel 

Verzögerungszeit ‘c1.qx o (} nsa 

(CS-LOW-Ausgang aktiv) 

Statische Kennwerte 

Kurzzeichen min. typ- max. Einheit 

Betriebsstrom Icc - 110 150 mA 
Uco = 5 V, Ausgänge 

offen, CB=10W, «3 = 25 °C 

Ruhestrom IccR - 29 50 mA 
Uca = 5 V, Ausgänge 

offen, CS-HIGH, A = 25 °C 

E sleckstrom 1/ - 10 uA 
Ugg = 5,25 V IU / 

Ausgangsleckstrom /on/ - 50 y 

L-Ausgangsspannung Uor - 0,4 Y 
IOI. = 8 m 

H-Ausgangsspamnnı U 2,0 - Y 
Ioy = -4 m UDE 08 . 

Ein-/Ausgangs- C - 7 
kapazität 10 »r 
U1 - ll'ss 

Ug = Uss 
7 = 25 °%
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Dynemische Kennwerte 

Kurzzseichen v 

min, tyP. max, 

2148 D 55 U 2148 D_ 70 

min,' typ. max. 

U 2148 D 55, +.o 

Einheit 

GS-Zugriffezeit $ 
Uog «57 A 
0, = 50 pP 

_ Adreß-Zugriffazeit 
U°c-5 s 

C = 50 pP 

*Avar 

Verzögerungszeit toH0z ; 
Ö3-Ausgang hochohmig 
Ug =5V% 
} "5P£I 

%. = 25 ”C 

erzögerungszeit 
;.E-.nufi;uu; hochohmig ‘\II-QZ 

ucc-5v‚ 

0, =5pPF, 
O, d m 25 °% 

Verzögerungszeit $W‘HQX 

WE-Ausgeng aktiv 

Ug = 5V% 
6, = 5 PP, 

O, Ö = 25 % 

Den angegebenen Zeiten liegt folgende Beschaltung der Datenausgänge DQi zugrunde. 

DGi 
U2148C I 

L 
Die Lastkapazität‘ beträgt C‚ = 50 pF (für CS- und 

dynamischen Kennwerte). 
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Bild 3: Beschaltung der Datenausgänge 

Adreßzugriffazeiten) bzw. °!.' 5 pF (;fir alle übrigen
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Bild 4: WÖ-gesteuerter Sohreibzyklus (Beendigung durch L/H-Flanke von WE) 

Bild 6: Lesezyklus 1 (03 = LOW, WE = HIGH)
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Da mig Daten güktig mig 

Bild 7: Lesezyklus 2 (WE = HIGH; Adresse liegt über gesamten Lesezyklus stabil an) 

A ‚tive eise. 

Der U 2148 D 70 und U 2148 D 55 sind schnelle vollstatische Schreib-/Lese-Speicher, 

Bedingt durch ihre geringe Zugriffszeit sind sie nicht nur in der Rechentechnik, sondern auch für 

spezielle Gebiete der Meßtechnik (z. B. Meßwertspeicher, Transientenspeicher) gut einsetzbar. 

Die TTL-Kompatibilität aller Anschlüsse sowie die Möglichkeit der Aufignngntrfllmxmg (Tri-state) ge- 

statten einen systemfreundlichen Einsatz der U 2148 D-Typen, d. h. Ansteuerung durch Schaltkreise 

der D-, DL- und DS-Logikreihen, Verwendung in Tri-state-Busaystemen, 

Die genannten Typen sind direkt (d.r h. ohne WAIT-Zyklus) mit dem gesamten in der DDR zugelassenen 

CFPFU-Sortiment betreibbar. 

Bedingt durch die sehr geringen Zugriffszeiten des D.2148 D ergeben sich für die Systemarbeit 

(Schaltungs- und Leiterkartenentwurf) bestimmte Forderungen /1/: 

= Die Betriebsspannungs- und Masseleitungen der U 2148 D-Speicherkonfiguration sind gitterförmig 

bzw. als getrennte Kupferflächen (d. h. Mehrebenen-Leiterkarten) auszuführen. 

= Die sSRAM-Schaltkreise sowie periphere Ansteuerlogik sollmeine gemeinsame Massefläche haben 

(d. h. Vermeidung von Erdschleifen). 

- Unmittelbar an jeden SRAM-Schaltkreis ist ein Stiützkondensator von 47 nF bis 100 nF (Keramik- 

kondensator) anzuorädnen. 

- Es wird empfohlen, unmittelbar am Steckverbinder zwischen dem Betriebsspannungs- und Massean- 

schluß einen Kondensator von 22 J‚uP bis 47 ‚u].“ anzubringen (ggf. sogar einen Tiefpaß). 

= Zur Vermeidung von Reflexionen auf den signalführenden Leiterbahnen (diese stellen hier teil- 

weise nicht abgeschlossene Übertregungsleitungen dar) sollten zwischen den DS-Treibern und den 

Speichern Längswiderstände vorgesehen werden (Anschlußwiderstände). Die Widerstände liegen in der 

Größenoränung 30 Ohm bis 50 Ohm (der optimale Wert muß experimentell ermittelt werden) und sind 

80 nahe wie möglich an den Speicherschaltkreisen anzuordnen. 
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